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Известно, что существует группа тугоплавких ( Тпл~2400 К) соединений бора с 

редкоземельными элементами (р.з.э.) вида МВ66, где М-р.з.э.[1,2]. Они кристаллизуются в 

кубической гранецентрированной решетке типа YB66 (Fm3c), в элементарной ячейке 

содержится ~1600 атомов [2] и имеют, таким образом сложную кристаллическую структуру 

из всех известных соединений бора. Ранее исследовался лишь УВбб- 

В настоящей работе приготовлены образцы и исследованы некоторые электрические 

свойства трех соединений: GdB66, YbB66, SmB66- Образцы поликристаллические, 

специально не легированы. Индивидуальность соединений подтверждена рентгенофазовым 

анализом. 

На рис. 1 и 2 приведены термо-э.д.с. и электропроводность исследованных образцов в 

широком интервале температур (300 -1500К). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что наибольший наклон 

Полагая, что наибольший наклон зависимости Igc = f (10
3
/Т) связан с собственной 

проводимостью, можно оценить термическую ширину запрещенной зоны, которая для УЪВбб 

составляет Eg=l,27 эв, а для ОсШбб и SmB66- 0,87 эв, т.е. существенно ниже, чем Eg р- 

ромбоэдрического бора (1,5эв). Во всем этом интервале образцы имеют p-тип проводимости. 

В соответствии с этим и термо-э.д.с. MBge отличается по своему температурному ходу 

от термо-э.д.с р - бора (рис.2): у ОѐВбб и УЬВбб она начинает уменьшатся при более низких 

 

Рис. 1.Температурные зависи 

мости электропроводности GdB66 

(1), YbB66(2), SmB66 (3), 

легированного |3-бора (4) [3]. 

Рис.2.Температурные зависи-

мости термо- э.д.с.: GdB66 (1), 

YbB66 (2), SmB66 (3), 

легированного Р-бора (4) и 

нелегированного бора (5) [3]. 



температурах, чем у нелегированного Р- бора. Термо-э.д.с. SmBee уменьшается начиная с 

600К, и в этом отношении он похож на p-бор. Однако удельное сопротивление ЗтВббПри 

ЗООК составляет 10
3 

Ом см, в то время как для Р-бора - 10
6
 Ом см, а величины 

электропроводности легированного Р-бора и SmBge при ЗООК отличаются на несколько 

порядков. 

Проведенное исследование еще раз подтверждает существование полупроводниковых 

соединений вида МВ66 на основе бора, причем весьма малое содержание в составе этих 

соединений атомов р.з.э. не только радикально изменяет кристаллическую структуру, но и 

существенно влияет на электрические свойства. В связи с тем, что соединения МВ66 являются 

интересными объектами для физики полупроводников, необходимы дальнейшие 

исследования их электрических, оптических, тепловых и магнитных свойств. 
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